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c пoмoщью спeпроскoпии кЪaвтoвoгo вь|хoда фoтoэмиссии э{сперимeнтальнo пoка3анoi чтo вероятноffь выхoда тeрцализo.
ванньLx злeкфoнoв из p.GаAs{сs'o) в вaк}ryм пpoходит Чeрф минимy]!l при пeрexoдe oт пoлoютeльнoro к oтрица,rфьнoмy
элeпpoннoмy срoдствy. таkoe пoвeдeниe сorлаryeтся с мoделью фoтoзмиссии из пoдзoнь|размeрнoro kвантoваниЯ злепpoнoв
в oбласли пoвeрвoотнoro измба зoн,

матepиалы xx мФ(дyнаpoднoгo симпoзиyма (Hавoфизикa и нанoзлeкrpoника)

ввeдeниe

спекфальный пopoг п вФиcияa токa ФomэмиcФи
llз кристaлла в вaкaлм опpеделяются, кaк пpaвилo'
пoверпoспrьlll пoтенЦиmьвъlм барьеpом, кoтopый
неoбходиN{o пpеодoлет6 (гopяч,тм) фorээлектpонaм,
пpаI<]@ески ва)l'1lьп'' исKпючeнием являет.я пoверх.

нocБ РGаА(Cs'o) с oтpицательньtм эффек-гивным
эЛепPoIrтъм сpoдствoм (oэс)' яа кoтopoй благодapя
цезия.@ФopоДiомy aкгив!p}ющемy пoкpьпrю )po.
венъ вaiyумa oкaзывaflся riиjlке днa зotrы прoвoдимo.
с.l1,l в oбъеме '.?исга,тa [1]. на пoвеp\ъоЙ.li с oэС
спекгpа,ъБй пopoг эмисси' сooтЕcrcтъyет ширинe
зaпрещеннoЙ зoньl сs, a вФичлвa кван10BoIю выходa

фomэм'rссиIi дос!игaет бoльшиx зlraчений у-0,5' чтo
сoотве1]ствуФ вьrcorw зпачеtllrям веpoятнoсп вьlхo.

дa в вah}ъl теpмaлизoвaнБгx элеrтpolloв' дoспгaю.
щиx эмипrpyощей пoвrр)сlости п}.гем диффузЛи,
Пpп 4дсорбции цeзия яа повеpхrroсm GaА(001) эф.

феk-гnввoе сpoдсrвo фflDкaетcя дo ;с+-0.l.0.2эB, нo
пpи этoм в спек]paх квaн.

mвoго вьжoдa фomэмrcсяи нaбJпoда!стся вмaдъt
тэрм и TЕpмализoвaнвьп тектpoЕoв [2]' Plt'lее
yсmвoвле'lo' чтo llpи пoлoжиtльвoм элепрoянoм
срoдФве GTэс) веpoягlioсть выхoдa злеюpoнoв в
ваi)}ы oMзьlваgгся мa,roй (< 10%) и нeгpивишьптм
oбpaзoм зaвисит oт вели.Jи'lьl сpoдс"rua [2], Цель даli.
нoй paбoтьI _ зксл€риментaльнo, с пoмoпlью спеI\.тpo.
сrюпии квal]тoвoго BьIхoдa ФmвмиcФrи, пз}Чиъ эвo-
mцm вeрoяmoсTи вьrхoдa элеr.трoнoв в вaк}ni ва
пoвеp\яoФ P.Gа{dС5,o] при | егехoде oт полoж/.
тЕльнom к o1PицaEльяoмy электpо!{нoмy сpoдству,

|!leтoдика экспepимeнтa

экспеplrменты прoвoдилйсЬ

слoях с,lльтloлегиpoвaннoгo P"GaA(0ol) с кolrцен-
трaцией дыpoк 7х10|3 сЬ{.., Меmдьl пpпгo."n"","
чистoй пoвеpхности GaAs(0o1)' яаяесeяЛя цeзия и
кпслoрoдa' a тaкхе измерeния спекlpoв кваЕгт0вoгo
въподa фoToэмпссии опиcа'{ы в t2], ЭффеRтлвяoе
элеюронвoе срoдствo x+ и веpoятнoФЬ вьlхoдa
электрoяoв в ваr]ум oпределялись
впя лзмереlltтьlх спекфoв с paсчеrcм t2].

PeзyлЬтать| и o6срt<дeниe

Пoвеpj\нoсrь P.GаA( с oэС по Ц.шась в !анЧoи
paбoте нанесениeм цезия ' кислoрoда. Bнaчале нa
чисryю Gа-oбoгащёнlrую лoверхвoФь Р.GаАs(00 I)
нaнoо,lлoсь 0'5 N{онoслoя цезия' чm приводIrлo к

}n'еньшению эффепшногo срoдствa дo

1+ * 0.2 эв' зaтем пoвеpхнoсть сs/GaAs зкспoн!po.
валась в кпслopoде (дoзa ' 0,1 Лэнгмюp). пo при-
вoдилo к дaлЬнеишемy yмеяьшен!ю элеюpoявl)гo
срoдспа дo x* : 0'05 эв. Ha pис, 1 пoкaaньl спек-
трь' квaнтoвогo вь!хoдa Фoтoэмиссии yФ0l)' изме-
pенньlе пpи aдсopбции киолopoда нa пoвеpхвости
сs/GaАs, нижний спектp яa р!с' ] измеpен на пo.
верхнoсп{ сs/Ga"As, B этoм спeктре вaблюдaeтся

двa поpогa фomэм,lссии. Bысoкoэнеpгетй.lескиn
пoрог Е. oбyслoвлен (пpямoй) фoтoэмиссией гopя.
чпх электpoнoв' вoзбукдеEвьIх
нoй зoвьl в зoяf прoводпмoсти въlше уpoвня вaкуу-
мa. tt!зкоэвeргФиcеский поpoг €s: I,4 эB сoответ-

сeкция 3' полyпpoвoдниковыe нaнocтpУктуpЬ|: элeктpoнныe, oптичeскиe своЙства' метoдЬl формиpoвания 585


